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 چکیده

 PHو در این مقاله گاف نواری نانوذرات اکسیدروی تهیه شده بر روی بستر شیشه ای به روش همرسوبی شیمیایی با کنترل شرایط اولیه همانند دما 

نوذرات اکسیدروی به خوبی بر روی نا ددهنتایج آزمایش نشان می د.شیز بر روی گاف نواری نیز بررسی همچنین اثر ناخالصی آهن ن .دشومیبررسی 
جهت آنالیز نمونه ها از  .استی شدهکاهش گاف انرژ بسب آهن افزودن ناخالصی بستر شیشه ای بدون هیچگونه پایدار کننده ای شکل گرفته اند و

 .استفاده شد (SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی ) و (UV-Vis) طیف جذبی

Investigation Zn1-XFeXO nanoparticles’ band gap on glass substrate by chemical 

precipitation with controlling the initial conditions of experiment 

NasseriTekyeh, Masome1,2*; Moradian, Rostam1,2; Moghadasi, Tahereh1, Rashidi, Tahereh1 

1Department of physics,Faculty of science, Razi University, Kermanshah 
2Nanoscience and Nanotechnology Research Center, Razi University, Kermanshah 

Abstract 

In this work, band gap of ZnO nanoparticles on glass substrate by chemical precipitation with controlling the 

initial conditions such as PH and tempreture investigated. Also the effect of Fe doping on bnad gap was 

investigated. Our results show that Fe-doping leads to blue shift of nanoparticles absorption peak hence the 

decreasing band gap. The samples were analyzed by UV-Vis spectrometer and SEM.  
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 مقدمه

( eV 4/3اکسیدروی نیمرسانایی با گاف انرژی پهن )

ساختار هگزاگونال است که دارای  در دمای اتاق

 سیدروی کاربردهای فراوانی مانند. اک]1[باشد می

درمان ضایعات پوستی مستعد عفونت )سوختگی، 

، ]3[خورشیدی  هایسلول، ]2[گزش حشرات و...(

. در علم فیزیک ... دارد و ]4[ت اپتوالکترونیکقطعا

ساخت مواد در ابعاد نانوبسیار حائز اهمیت است 

زیرا خواص مواد کپه ای با مواد در مقیاس نانو بسیار 

در این پژوهش هدف ساخت  .]5[متفاوت است

به روش  نانوذرات اکسیدروی برروی بستر شیشه ای

گاهی با کنترل شرایط آزمایش همرسوبی شیمیایی

 .باشدمی
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 روش آزمایش

آزمایش عبارتند از: مواد مورد استفاده در این 

سولفات  (، O2H.34SOZnآبه )روی سه سولفات 

سدیم ، O)2H.73)4O(S2(Feآبه  آهن هفت

ب و آ )3CHCl(کلروفرم ، (NaOH)هیدروکسید 

ابتدا حمام شیمیایی پس از توزین مواد اولیه،  .مقطر

شکیل شدو دمای آن با نمک سولفات روی و آب ت

درجه سانتیگراد تنظیم گردید، زیرلایه شیشه  08در 

داده شده ای که قبلاً توسط آب و کلروفرم شستشو 

بود را در حمام شیمیایی قرار دادیم. سپس با اضافه 

رسانده  11سیستم به مقدار  PHسدیم هیدروکسید 

شد و سیستم به مدت یک ساعت در این حالت قرار 

ای با آب مقطر ن زیرلایه شیشهگرفت. پس از آ

درجه سانتیگراد  158شستشو داده شدو در دمای 

درجه  458خشک شد و بازپخت آن در دمای 

ساعت صورت گرفت. برای  2سانتیگراد به مدت 

نمونه آلاییده با آهن نیز مشابه روند نمونه خالص 

باشد و قبل از اضافه کردن سدیم هیدروکسید می

فات آهن به سیستم اضافه نمک محلول در آب سول

 شد.

 نتایج آزمایش

خالص اکسیدروی  نمونه ریخت شناسی( 1شکل )

( را SEMتوسط میکروسکوپ الکترونی روبشی )

از تصویر پیداست  همانطور که دهد.نشان می

بر  نانومتر188کمتر از  با اندازه نانوذرات اکسیدروی

  روی بستر شیشه ای رشد یافته اند.

 

 نمونه اکسیدروی خالص. SEMر تصوی -1شکل 

طیف جذبی در دمای اتاق مربوط به ( 2شکل )

 دهد. های اکسیدروی ساخته شده را نشان مینمونه

 

 
 اکسیدروی. هایطیف جذبی نمونه -2شکل

نانومتر، جذب  488تا  388بین طول موج بین 

دونمونه با کاهش طول موج به طرز چشمگیری 

ز جذب ذاتی ناشی از افزایش یافته است، که حاکی ا

ها است و بنابراین دونمونه گذارهای مستقیم الکترون

رساناهایی با گاف نواری مستقیم متعلق به نیم

  .]6[هستند

قله قابل مشاهده در همه طیف ها مربوط به جذب 

های نمونهجذب اکسیتون ی اکسیتون می باشد. قله

روی به ترتیب در اکسید خالص و آلاییده با آهن 

با  نانومتر اتفاق می افتد. 366و  366های طول موج
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افزودن ناخالصی لبه جذب به سمت طول موج های 

بالاتر )انرژی های کمتر( جابجا شده است. پس می 

توان بیان کرد که افزودن ناخالصی سبب افزایش 

اندازه ذرات شده است پس گاف نواری کاهش می 

 یابد.

 :]7[شودابطه زیر محاسبه میاز ر αضریب جذب 

 

باشد و میزان عبور می xضخامت و  dکه در آن 

گاف انرژی با ضریب جذب با رابطه زیر باهم مرتبط 

 شوند:می

n)gE - ʋ= A(h)νhα( 

 n  یک مقدار ثابت است. Aگاف انرژی و  Egکه 

ساناهایی با گاف نواری مستقیم و ربرای نیم

باشد. از رسم می 2و  5/8غیرمستقیم به ترتیب 

و برون یابی قسمت  ʋhبر حسب  ʋ(αh(2نمودار 

توان مقدار گاف انرژی را از محل خطی نمودار می

نمودار  3شکل به دست آورد.  hʋبرخورد با محور 
2)ʋ(αh  برحسبʋh  برای نمونه های ساخته شده

را  آهن اکسیدروی خالص و اکسیدروی آلاییده با

 .دهدنشان می

 
 . ʋhبرحسب  )ʋhα(2نمودار  -3کل ش

 .نانوذرات اکسیدروی مقادیر گاف انرژی -1جدول 

 00/0 10/0 (xمیزان آلایش)

 10/3 11/3 گاف انرژی

آهن ناخالصی نرژی داریم که افزودن از مقادیر گاف ا

شده  نانوذرات اکسیدروی سبب کاهش گاف انرژی

 است. 

 نتیجه گیری

نانوذرات  که کنیممشاهده می SEMاز آنالیز 

اکسیدروی را بدون حضور پایدار کننده و با کنترل 

به خوبی بر  PHشرایط اولیه آزمایش همانند دما و 

روی بستر شیشه ای رشد کرده اند. همچنین از 

بررسی آنالیز طیف جذبی نیز داریم گاف انرژی با 

 افزودن ناخالصی کاهش یافته است.
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